TS560588 144 half-cell
atr-cemonopere DA0 - BEOW

////////;%/////////, Tecnologia de célula meio cortada
///////I/%///////;;//;//// Novo design de circuito, menor corrente interna,
Uiy menor perda de RS, wafer dopado com GA,

atenuacdo <2% (12 ano)/<0,55% (linear)

Risco de hot spot significativamente menor
Projeto de circuito especial com temperatura de
ponto quente muito mais baixa

Menor LCOE

2% mais geracao de energia, menor LCOE

Excelente desempenho Anti-PD
2 vezes o teste anti-PD padrdo da industria pela
TUV SUD

Caixa de juncao IP68

Alto nivel a prova d'agua

Poténcia garantida

CERTIFICAGCOES DO PRODUTO E SISTEMA

e |IEC61215/IEC 61730/ UL 61730
e SO 9001: 2015 Quality Management System
e 1SO 14001: 2015 Environment Management System

e 1S0O 45001: 2018 Occupational Health and Safety
Management Systems

& @uum CE

GARANTIA DE PERFORMANCE

12.. 25.. M Garantia de desempenho linear

Quality Power output

guerantee Garantia de desempenho padrao

100%,
98%

84.8%

Anos 5 12 15 20
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PARAMETROS ELETRICOS

Desempenho em STC (Tolerancia de poténcia ~+3%)

Poténcia Maxima (Pmax/W) 540 545 550 555 560
Tensdo Operacional (Vmpp/V) 41.9 42.0 421 422 423
Corrente Operacional (Impp/A) 12.89 12.98 13.07 13.16 13.25
Tensao de circuito aberto (Voc/v) 49.7 49.8 49.9 50.0 50.1
Corrente de curto-circuito (Isc/A) 13.62 13.71 13.80 13.89 13.98
Eficiéncia do Mddulo nm(%) 21.1 21.3 215 21.6 21.7
Desempenho no NMOT

Poténcia Maxima (Pmax/W) 402 405 409 413 417
Tens&o Operacional (Vmpp/V) 39.0 39.1 39.2 39.3 394
Corrente Operacional (Impp/A) 10.30 10.37 10.44 10.51 10.58
Tensdo de circuito aberto (Voc/v) 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9
Corrente de curto-circuito (Isc/A) 10.98 11.05 11.12 11.19 11.26

STC: Irradiance 1000W/mz, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5

NMOT: Irradiance at 800W/m2, Ambient Temperatue 20°C, Air Mass AM1.5, Wind Speed 1m/s

Tipo de célula
Dimensobes da célula
Arranjo celular

Peso

Dimens6es do médulo

Comprimento do cabo

N2 de diodos de bypass

Configuracdo de embalagem
Configuracdo de embalagem (para EUA)
Quadro

Caixa de juncdo

Especificacbes mecanicas

Monocristalino

182x182mm

144 (6x24)

29 kg (639 libras)

2278x1134x30mm (89x69x44,65x1,18 polegadas)

Retrato 300mm/Paisagem 1200mm/Personalizado

Tamanho da secdo transversal do cabo TUV: 4 mm?2 (0,006 polegadas?)/UL: 12AWG
Vidro frontal

Vidro temperado com revestimento AR de 3,2 mm (0,13 polegadas)
3/6

36 pecas/caixa, 720 pecas/40hq
36 pecas/caixa, 720 pecas/40hq
Liga de aluminio anodizado

IP68

Condicoes de operacao
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Voltage

Voltage

Tensdo maxima do sistema 1000V/1500V/DC(IEC)

Temperatura de operacao -40°C ~ +85°C
Fusivel de série maximo 25A

Carregamento Estatico Snow Loading: 5400Pa/ Wind Loading: 2400Pa

Condutividade no solo <0.1Q
Aula de seguranca Il
Resisténcia >100MQ
Conector TO01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2

Coeficiente de Temperatura

Coeficiente de temperatura Pmax -0.36%/°C

Coeficiente de temperatura Voc -0.26%/°C

Coeficiente de temperatura Isc +0.043%/°C

NMOT 43+2°C
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